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Spectrométrie SXES
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JEOL produits

Optique Electronique Analyse 701«

ANNIVERSARY

Spectrométrie
de masse

Preparation
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Jue Electronique : Nouvea

MEB : JSM-F100 MET : JEM-F200

EPMA : JXA-iSP100 / JXA-HP200F
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Professeur Masami Terauchi
Université de Tohoku
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SXES installé sur microsonde de Castaing -
A synchrotron on your Desk ?
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électrons transmis
contraste de numéro atomique, contraste cristallographique
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3 Reésolution spectrale (FwHwm)
120-130 eV (Mn-Ka)

3 Deétection parallele

faisceau électronique N | 5 Technologie SDD
iy (Silicon Drift Detector)

@ échantillon | J Refroidissement Peltier

EDS installé sur microsonde de Castaing
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Ispersive
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faisceau électronique .

b4

3 Reésolution spectrale (FwHwm)
8 eV (Fe-Ka) / LIF

3 Deétection séquentielle

3 Cristaux diffractants
(loi de Bragg : n.A = 2.d.sin 0)

3 Compteur proportionnel

2 Geéomeétrie mobile

EDS installé sur microsonde de Castaing (Cg/rple de Rowlana)
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réseaux diffractants

Image plane: 2
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50-200 eV

faisceau électronique
ke PO-23669 - 0Q= 23350 :

y' - | = 1200 I/mm
" - h=21nm
réseau diffractant (fixe) n =0.26
(50-200 eV)

| . . 1=2400mm S &S KBS
e miroir de collection u SN
échantillon h=2.8nm FEySY
- n =041 Eu B E N
Schéma de principe du spectrometre SXES (2000-4000eV) “€ & £ 0 &
8§42

A

GNMEBA : MEB-Analyse et techniques complémentaires - Paris — 2 /12/2019 _ | \
JeEOL



cercle
de Rowland

Plan de collection CCD

faisceau .
électronique

/ " réseau VLS
#>(Variable Lines & Spacers)

échantillon

n.A =d.(sin o £ sin B)
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S Technique

Résolution spectrale
0.3 eV (Al-L) (Fermi Edge)

3 Deétection parallele
camera CCD

faisceau électronique , ;
g J Reéseau diffractant

réseau diffractant
J Camera CCD

J Refroidissement Peltier

échantillon

miroir de collection

SXES installé sur microsonde de Castaing
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paraisons EDS et WD
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X-ray Intensity (arb. unit)
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X-ray Energy (keV)

X-ray Energy (eV)

comparaison EDS/SXES sur acier inox
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Mesure de la largeur du pic a sa mi-hauteur
Méthode FWHM (Full Width at Half Maximum)
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200000

400000

Mesure de la largeur de'la transition 25%-75%
Méthode Fermi Edge




GNMEBA :

- cartographies par régions J'intéré
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ES — Autres Signaux Exploitg
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etats d'oxydation
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Image BED 670 680 690 700 710 720 730 740
X-ray Energy (eV)

Fe-L pics sur Oxyde de Fer

Diagramme Binaire Image Composite
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llaisons chimiques - po
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X-ray Energy (eV)

Groupes :

(a) : Polymeres avec chaines hydrocarbonées ou hydro-oxydées
(b) : Polymeres avec présence de Benzéne

(c) :Autres composés (CI, F,...)
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EDS et WDS

Caractéristique SXES s
o 0.3 eV
Résolution
spectrale* Al-L, selon methode
Fermi edge
Analyse des :
liaisons chimiques Oui
Détection :
paralléle Ouli

Technologie

Analyse
Quantitative

Limite de détection*
(référence : Bore)

20 ppm, B
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Réseau + CCD

En construction

— Résu

EPMA (WDS) “

8 eV

Fe-Ka FWHM
Cristal LiF

Oui

(éléments légers)

Non

Cristaux
Compteur
Proportionnel

Oul

100 ppm, B

-
f J '

IS
120-130 eV

Mn-Ka FWHM

Oui
Si(Li), SDD

Oul

5000 ppm, B

* Observations & conditions de mesure differentes pour chaque technique
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